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(3) Schaltungsanordnung zum Schutze elektronischer Schaltungen gegen Uberspannung 



Eine Schaltungsanordnung zum Schutze elektronischer 
Schaltungen gegen Oberspannung mit einer Serienstabili- 
sierung weist einen V-Mos-Transistor (2) als Langsregler auf, 
der bis zu einem gewahlten oberen Grenzwert der Eingangs- 
spannung voll aufgesteuert ist. Eine Abschaltsteuerung (3, 6) 
steuert beim Ansprechen eines Schwellenschalters (3) in- 
folge Oberschreitens des oberen Grenzwertes der Ein- 
gangsspannung den V-Mos-Transistor (2) in den vollstandig 
gesperrten Zustand. 
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zweig ist diese Schaltungsanordnung demnach nicht ge- 
Patentanspruche: eignet 

. _ _ . Der Erfindungliegtdaherdie Aufgabe zugrunde, eine 

1. Schaltungsanordnung zum Schutze elektroni- Schaltungsanordnung der eingangs genannten Art zu 
scher Schaltungen gegen Uberspannung mit einer 5 schaffen, die fur wesentlich hohere Strome im Langs- 
Senenstabilisierung durch einen als Langsregler im zweig verwendbar ist Diese Aufgabe lost eine Schai- 
Langszweig Hegenden Transistor, der bis zu einem tungsanordnung mit den kennzeichnenden Merkmalen 
gewahlten Grenzwert der Eingangsspannung voll des Anspruches 1. 

aufgesteuert ist, mit einer Abschaltsteuerung, die ei- Da im Langszweig nur ein V-MOS-Transistor liegt 
nen Schwellenschalter aufweist bei dessen Anspre- 10 und dieser im Ieitenden Zustand einen Widerstand von 
chen infolge Uberschreitens des oberen Grenzwer- wenigen mOhm hat, ist der DurchlaBwiderstand der er- 
tes der Eingangsspannung ein im Absteuerstrom- findungsgemaBen Schutzschaltung sehr gering, was eine 
pfad des als Langsregler wirkenden ersten Transi- entsprechend hohe Strombelastbarkeit ergibt Im ge- 
stors liegender zweiter Transistor der Abschalts- sperrten Zustand des im Langszweig Hegenden V-MOS- 
teuerung angesteuert wird, dadurch gekenn- 15 Transistors ist die nachfolgende elektronische Schal- 
z e i c h n e t , daB sowohl der erste Transistor (2) als tung abgeschaltet und die Verlustieistung im V-MOS- 
auch der zweite Transistor (6) ein V-MOS-Transi- Transistor auf Null reduziert Auch insgesamt ist der 
stor ist und daB der erste Transistor (2) ohne einen Eigenversuch der erfindungsgemaBen Schaltungsanord- 
vor- oder nachgeschalteten Widerstand im Langs- nung gering. Da die Umsteuerung des im Langszweig 
zweig liegt 20 Hegenden V-MOS-Transistors in den gesperrten Zu- 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 , gekenn- stand beim Ansprechen des Schwellenschalters sprung- 
zeichnet durch einen Ausgangsspannungsbegrenzer haft erf olgt, ist die maximale Eingangsspannung, bei der 
(10), der zusammen mit einem Widerstand (9) einen die Vollabschaltung erfolgt, in einfacher Weise festleg- 
Spannungsteiler fur die Eingangsspannung bildet an bar. Vorteilhaft ist ferner die einfache Moglichkeit, die 
dessen Abgriffe das Gate des als Langsregler die- 25 Schaltungsanordnung zwischen die Spannungsqueiie 
nenden V-MOS-Transistors (2) liegt und die zu schutzende elektronische Schaltung in deren 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, da- Versorgungsleitung einzubauen. Hinzu kommt, daB mit 
durch gekennzeichnet, daB der Ausgangsspannungs- Hilfe einer Diode in der einen Eingangsleitung der 
begrenzer (10) parallel zu dem vom Schwellenschal- Schaltungsanordnung ein Verpolungsschutz realisiert 
ter (3) angesteuerten V-MOS-Transistor (6) liegt 30 werden kann. Mit den auf dem Markt befindlichen, als 

4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprii- Langsregler in Frage kommenden V-MOS-Transistoren 
che 1 bis 3, gekennzeichnet durch einen eine An- laBt sich ein Schutz gegen Wechseluberspannungen bis 
steuerungsspannung fOr die Aufsteuerung des als zu 600 Volt und gegen Spannungsspitzen bis etwa lt)00 
Langsregler dienenden V-MOS-Transistors (2) lie- Volt erzielea Die AnwendungsmogHchkeiten der erfin- 
fernden Spannungsverdoppler (1 1). 35 dungsgemaBen Ldsung sind deshalb vielseitig. Beispiels- 

weise lassen sie sich mit Vorteil in der Sensortechnik 

und in der Kraftfahrzeug-EIektronik sowie im Mobilbe- 

reich zum Schutze aller jelektronischer Baugruppen in 
Fahrzeugen verwenden. Da auch sehr hohe Forderun- 
DieErfmdungbetrifft eine Schaltungsanordnung zum 40 gen an Sicherheit gegen Spannungsspitzen ohne 
Schutze elektronischer Schaltungen gegen Oberspan- Schwierigkeiten erfiillt werden konnen, bestehen auBer- 
nung, welche die Merkmale des Oberbegriffs des An- dem AnwendungsmogHchkeiten im militanschen Be- 
spruches 1 aufweist (US-PS 35 71 608). reich. 

Bei einer bekannten Schaltungsanordnung zum Zur Begrenzung der Ausgangsspannung ist vorzugs- 
Oberlastschutz (DE-AS 25 29 883) ist unterhalb eines 45 weise ein Ausgangsspannungsbegrenzer vorgesehen, 
oberen Grenzwertes des durch den Langszweig flieBen- der zusammen mit einem Widerstand einen Spannungs- 
den Stromes der zusammen mit einem Vorwiderstand teiler fur die Eingangsspannung bildet, an dessen Ab- 
im Langszweig Hegende Transistor voll aufgesteuert griff das Gate des als Langsregler dienenden V-MOS- 
Wird dieser Grenzwert des Stromes uberschritten, dann Transistors liegt Dies tragt zu einem geringen Schal- 
wird entsprechend dem zunehmenden Spanmmgsabfall 50 tungsaufwand fur die erfindungsgemaBe Schaltungsan- 
am Vorwiderstand ein in einem Querzweig der Schal- ordnungbei. 

tungsanordnung liegender zweiter Transistor mehr und Der Ausgangsspannungsbegrenzer, der vorzugsweise 
mehr geoffnet, was wiederum ein allmahliches Sperren durch eine Zener-Diode gebildet ist aber auch durch 
des im Langszweig Hegenden Transistors und damit ei- einen Varistor oder eine GHmmlampe gebildet sein 
nen groBer werdenden Spannungsabfall im Langszweig 55 konnte, ist vorteilhafterweise parallel zu dem vom 
zur Folge hat Die Spannungsbegrenzung ist deshalb . Schwellenschalter angesteuerten V-Mos-Transistors 
miterheblichen Verlusten verbunden. geschaltet Als Schwellenschalter kommen ein Transi- 

Eine bekannte Schaltungsanordnung der eingangs ge- stor, eine Zener-Diode, ein Diac, eine Glimmrohre oder 
nannten Art (US-PS 35 71 608) weist zusatzlich zu ei- dergleichen in Frage. 

nem Widerstand im Langszweig, einem ersten eo Sofern der Spannungsabfall stdrend ist, der fur die 
npn-Transistor im Langszweig und einem zweiten npn- Erzeugung der Gate-Source-Spannung erforderlich ist 
Transistor in einem Querzweig einer Zener-Diode im und etwa zwischen 3 V und 4 V liegt kann man diese 
Basisstromkreis des zweiten Transistors auf. Hierdurch Spannung in der Schaltungsanordnung erzeugen, was 
wird zwar eine Spannungsbegrenzung nicht nur durch vorzugsweise mittels eines Spannurigsverdopplers er- 
den Spannungsabfall im Langszweig bewirkt sondern 65 folgt 

auch dadurch, daB beim Erreichen der Durchbruchspan- Im folgenden ist die Erfindung anhand eines in der 
nung der Zener-Diode der im Langszweig Hegende er- Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispieis im ein- 
ste Transistor gesperrt wird Fur hohe Strome im Langs- zelnen erlautert Es zeigt 
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Fig. 1 ein Blockschaltbild des Ausfuhrangsbeispiels, 
F i g. 2 das Schaltbild des Ausf Ghrungsbeispiels in ei- 

ner Ausfuhrung zum Schutze eines Zweileiterdruckauf- 

nehmers. 

Die als Vierpol ausgebildete Schaltungsanordnung 
zum Schutze einer nachgeschalteten elektronischen 
Schaltung gegen Oberspannungen weist, wie Fig. 1 
zeigt, in ihrem einen Langszweig eine Diode 1 als Ver- 
polungsschutz und dahinter einen V-Mos-Transistor 2 
der Type BUZ 50 auf. An diesen Langszweig ist zwi- 
schen der Diode 1 und dem V-Mos-Transistor 2 ein 
Querzweig angeschlossen, der andererseits mit dem an- 
deren LSngszweig verbunden ist und einen Schwellen- 
schalter 3 enthalt der im Ausfiihrungsbeispiel durch ei- 
nen Kleinsignaltransistor 4 der Type BC 237 mit einem 
Arbeitswiderstand 5 gebildet ist 

Der Schwellenschalter 3 steuert einen elektronischen 
Schalter 6, der in der Verbindungsleitung vom Gate des 
V-Mos-Transistors 2 zum anderen Langszweig liegt 
und, wie Fi g. 2 zeigt, im Ausfiihrungsbeispiel durch ei- 
nen V-Mos-Transistor der Type BSS 100 gebildet ist 
Das Gate ist mit dem Abgriff eines parallel zum Arbeits- 
widerstand 5 liegenden Spannungsteilers angeschlossen, 
der aus einem mit dem Emitter des Kleinsignaltransi- 
stors verbundenen Widerstand 7 und einer Zener-Diode 
8 besteht 

Das Gate des den LSngsregler biidenden V-Mos- 
Transistors 2 ist ferner mit dem Abgriff eines Span- 
nungsteilers verbunden, der aus einem Widerstand 9, 
der andererseits an den einen Langszweig zwischen der 30 
Diode 1 und dem V-Mos-Transistor 2 angeschlossen ist, 
und einem Spannungsbegrenzer 10 gebildet ist, der par- 
allel zum elektronischen Schalter 6 liegt und im Ausfiih- 
rungsbeispiel durch eine Zenerdiode gebildet ist 

Bei einer in der vorstehend geschilderten Weise aus- 
gebildeten Schaltungsanordnung konnte die Ausgangs- 
spannung nur auf einen um die Gate-Source-Spanmmg 
des V-Mos-Transistors verminderten Wert der vom 
Spannungsbegrenzer 10 festgelegten Wert ansteigea 
Um die Ausgangsspannung bis auf den Wert der durch 
den Spannungsbegrenzer 10 festgelegten Grenzwert 
ansteigen lassen zu konnen, ist ein Spannungsverdopp- 
Ier 11 vorgesehen, dessen Versorgungsspannung die. 
Ausgangsspannung der Schaltungsanordnung ist Die 
vom Spannungsverdoppler 11 gelieferte Spannung liegt 45 
ttber einen Widerstand 12 am Gate des V-Mos-Transi- 
slors2an. 

Wie Fig. 2 zeigt, weist der Spannungsverdoppler 11 
einen Operationsverstarker 13 auf, der fur beide Ein- 
gange eine Ruckkopplung hat Der positive Eingang 50 
liegt am Abgriff eines aus zwei Widerstanden 14 und 15 
gebildeten Spannungsteilers, der tiber eine Diode 16 
jarallel zum Spannungsbegrenzer 10 liegt Der negative 
Eingang des Operationsverstarkers 13 ist uber einen 
iCondensator 17 mit dem den V-Mos-Transistor 2 nicht 
inthaltenden Langszweig verbunden. In dem Pfad zwi- 
ichen dem Ausgang des Operationsverstarkers 13 und 
lem Gate des V-Mos-Transistors 2 liegen auBer dem 
Viderstand 12 eine Diode 18 und ein Kondensator 19. 
7 erner ist dieser Pfad unmittelbar vor und hinter der 
>iode 18 mit dem den V-Mos-Transistor 2 enthaltenden 
-angszweig uber eine Diode 20 und einen Kondensator 
1 verbunden, wie F i g. 2 zeigt 

Mit ansteigender Eingangsspannung wird Qber den 
Viderstand 9 der V-Mos-Transistor 2 aufgesteuert 65 
lierdurch erhalt der Spannungsverdoppler 1 1 eine Ver- 
prgungsspannung, wodurch seine am Gate des V-Mos- 
Vansistors 2 anliegende Ausgangsspannung diesen 



Transistor noch weiter aufsteuert, bis er vollstandig aus- 
gesteuert ist und einen DurchlaBwiderstand von nur 
noch wenigen mOhm hat 

Die Ausgangsspannung der Schaltungsanordnung 
wird auf den vom Spannungsbegrenzer 10 festgelegten 
Wert begrenzt. Erreicht die Eingangsspannung die An- 
sprechschwelle des Schwellenschaiters 3, dann wird der 
elektronische Schalter 6 angesteuert, was zur Folge hat 
daB der als Langsregler dienende V-Mos-Transistor 2 
satt gesperrt wird. Die an den Ausgang der Schalteran- 
ordnung angeschlossen e Schaltung wird hierdurch ab- 
geschaltet und die Verlustleistung im V-Mos-Transistor 
2 auf Oreduziert 

Der den Schwellenschalter 3 bildende Kleinsignal- 
transistor 4 wird beim Ansprechen in der Art einer Ze- 
nerdiode betrieben. Daher konnte an seiner Stelle auch 
beispielsweise eine Zenerdiode verwendet werden. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 
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Abstract of DE3425235 

A circuit arrangement for protecting electronic 
circuits against overvoltage, having series 
stabilisation, has a VMOS transistor (2) as a 
series regulator which is fully driven up to a . 
selected upper limit value of the input voltage. 
A disconnection controller (3, 6) drives the 
VMOS transistor (2) into the completely 
blocked state when a threshold switch (3) 
triggers as a consequence of the upper limit 
value of the input voltage being exceeded. 
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